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บทคัดยอ 
 

ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาผลของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงซิงกออกไซดท่ีเคลือบดวย
ฟลมบางนิกเกิลออกไซดท่ีความหนาตางๆ ในโฟโตอิเล็กโทรดและเคานเตอรอิเล็กโทรด  ฟลมบาง
นิกเกิลออกไซดเตรียมโดยเทคนิคการระเหยดวยความรอนไปยังแผนรองรับกระจกที่เคลือบดวย
สารนําไฟฟา FTO ตรวจหาลักษณะเฉพาะของฟลมบางดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด เคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโคป และสเปกโทรเมทรีของการสะทอนกลับแบบ
รัทเทอรฟอรด โครงสรางท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงประกอบดวย กระจกท่ี
เคลือบดวยสารนําไฟฟา/ซิงกออกไซดทําหนาท่ีเปนโฟโตอิเล็กโทรด อีโอซินวายทําหนาท่ีเปนสี
ยอมไวแสง สารละลายไอโอดีน/ไอโอไดนทําหนาท่ีเปนอิเล็กโทรไลต และแพลทินัม/กระจกท่ี
เคลือบดวยสารนําไฟฟาทําหนาท่ีเปนเคานเตอรอิเล็กโทรด สําหรับการประยุกตใชในโฟโต
อิเล็กโทรด ซิงกออกไซดจะถูกเคลือบดวยฟลมบางนิกเกิลออกไซดเพื่อเปนแนวกําแพงศักยดวย
ปริมาณสารต้ังตน 0.2, 0.6, 1.1 และ 2.2 มิลลิกรัม ท่ีความหนา 8.4, 10.4, 12.9 และ 18.4 นาโนเมตร 
ตามลําดับ สําหรับการประยุกตใชในเคานเตอรอิเล็กโทรด กระจกท่ีเคลือบดวยสารนําไฟฟาจะถูก
เคลือบดวยฟลมบางนิกเกิลออกไซดเพื่อท่ีจะเพิ่มอัตราสวนของพื้นท่ีผิวตอปริมาตรดวยปริมาณสาร
ตั้งตน 5.4, 10.8, 16.2 และ 21.6 มิลลิกรัม ท่ีความหนา 34.5, 61.6, 88.7 และ 115.8 นาโนเมตร 



 จ

ตามลําดับ ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาในเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอม
ไวแสงซิงกออกไซดไดทดสอบภายใตแสงอาทิตยจําลอง จากเครื่องจําลองแสงอาทิตยท่ีมีความเขม
แสง 100 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร จากการศึกษาพบวาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงซิงก
ออกไซด ท่ีเคลือบดวยนิกเกิลออกไซดหนา 10.4 นาโนเมตร ในโฟโตอิเล็กโทรด และท่ีความหนา 
61.6 นาโนเมตร ในเคานเตอรอิเล็กโทรด ใหคาประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงาน
ไฟฟาท่ีสูงท่ีสุด 1.00% และ 0.92% ตามลําดับ การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสง
เปนพลังงานไฟฟาโดยการเคลือบของฟลมบางนิกเกิลออกไซดอธิบายไดดวยการลดการไหล
ยอนกลับของประจุในโฟโตอิเล็กโทรดและการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีผิวสัมผัสในเคานเตอรอิเล็กโทรด 
นอกจากนี้ งานวิจัยยังไดมีการศึกษาถึงเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของโฟโตอิเล็กโทรดและเคานเตอร
อิเล็กโทรดและนํามาใชรวมกันดวย 
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ABSTRACT 
 

In this study, ZnO dye-sensitized solar cells (ZnO DSSCs) with different thickness of 
NiO thin films coated in photo-electrode and counter-electrode were investigated. NiO thin films 
were prepared by thermal evaporation of NiO onto FTO glass substrate. The films were 
characterized by field-emission scanning electron microscopy, UV-visible spectroscopy and 
Rutherford backscattering spectrometry. The general structures of DSSCs were FTO/ZnO as a 
photo-electrode, Eosin Y as a dye sensitizer, iodine/iodide solution as an electrolyte and Pt/FTO 
as a counter-electrode. For the photo-electrode, NiO thin films were coated on ZnO with 0.2, 0.6, 
1.1 and 2.2 mg to form a barrier layer which corresponding to 8.4, 10.4, 12.9 and 18.4 nm, 
respectively. For the counter-electrode, NiO thin films were coated on FTO glass with 5.4, 10.8, 
16.2 and 21.6 mg in order to increase a surface-to-volume ratio which corresponding to 34.5, 
61.6, 88.7 and 115.8 nm, respectively. The photoconversion efficiency of ZnO DSSCs was 
measured under illumination of stimulated sunlight obtained from solar simulator with the radiant 
power of 100 mW/cm2. It was found that ZnO DSSCs coated with 10.4 nm of NiO in photo-
electrode and 61.6 nm of NiO in counter-electrode exhibited the highest photoconversion 
efficiency of 1.00% and 0.92%, respectively. The enhancement of photoconversion efficiency 
with NiO coating may be explained by decreasing of charge recombination in photo-electrode   
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and increasing of active surface area in counter-electrode. Moreover, DSSC with the optimal 
conditions of photo-counter-electrode was also investigated.  


